
Bilder 1, 2, 3
Höchstzulässige Strombelastbarkeit ITM = f (tp)
sinusförmiger Stromverlauf,-
angegebene Gehäusetemperatur tc.

Ausschaltverlustleistung nicht berücksichtigt.
Nur für den Betrieb mit schneller Inversdiode
oder dvn/dt I 100 Vlps auf vaM I 50 V (ASCR I 15 V).

Bilder 4, 5, 6
Höchstzulässige Strombelastbarkeit ITr,,, = f(+ dir/dt),
trapezförmiger Stromverlauf,- - -
angegebene Gehäusetemperatur tc.

Ausschaltverlustleistung (nur für SCR’s):
nicht berücksichtigt; nur für den Betrieb mit
schneller Inversdiode oder dvn/dt 5 100 V/ps
ElUf  VRM  I 50 V (ASCR 5 15 V).

---berücksichtigt für dvnldt I . ..V/ps
auf vnM 5 . ..VnaM.

Bilder 4a, 5a, 6a (nur für GAT)
Höchstzulässige Strombelastbarkeit IrM = f(f,),
trapezförmiger Stromverlauf,- - -
angegebene Stromsteilheit f di/dt

Ausschaltverlustleistung:
nicht berücksichtigt; nur für den Betrieb mit
schneller Inversdiode oder dvn/dt I 100 V/ps
auf vnM 5 50 V

---berücksichtigt für dvR/dt  I . ..V@s
auf VRM  5 . ..VnnM

Bilder 7, 8, 9 (nur für ASCR)
Diagramm zur Ermittlung der Gesamtenergie Etat für einen
trapezförmigen Durchlaßstrom-Puls- - -
angegebene Stromsteilheit + dir/dt,
Spannungssteilheit dvR/dt I 100 V/ps
Rückwärts-Sperrspannung VRM  I 15 V

Bilder 10, 11, 12 (nur für SCR)
siehe Bilder 7, 8, 9, jedoch:
Spannungssteilheit dVa/dt I . ..V/ps
Rückwärts-Sperrspannung VRM  I Vnn~

Bild 13
Diagramm zur Ermittlung der Gesamtenergie Etat für einen
sinusförmigen Durchlaßstrom-Puls
Rückwärts-Spannungssteilheit  dVR/dt  I 100 V/ps

J Rückwärts-Sperrspannung VRM  I 50 V (ASCR I 15 V).

Bild 14
Grenzdurchlaß-Kennlinie bei iT = f(h)
tvj = tvj max

Bild 15
Sperrverzögerungsladung Q, = f (di/dt)
tvj = tvj max3 VR =  035 VRRM,  VRM  =  098 VRRM

Parameter: Durchlaßstrom IrM

Fig. 1, 2, 3
Maximum allowable current load lr~ = f(tp)
sinusoidal current waveform,
given case temperature tc.

Turn-off  power dissipation not taken into account.
Only for Operation with fast inverse diode
or dvn/dt I 100 V/PS rising up to VRM  I 50 V (ASCR I 15 V).

Fig. 4, 5, 6
Maximum allowable current load IHM = f (+ dir/dt),
trapezoidal current waveform,- -
given case temperature tc.

Turn-off  power dissipation (SCR’s  only):
not taken into account. Only for Operation with
fast inverse diode or dvR/dt  5 100 V/ps
rising Up to VRM  I 50 V (ASCR I 15 V).

---taken into account fOr dVR/dt  I . ..V/ps
riSing Up t0 VRM  I . . . VnnM.

Fig. 4a, 5a, 6a (only for GAT)
Maximum allowable current load IrM = f(fJ,
trapezoidal current waveform,
given rate of rise of current fdildt

Turn-off  power dissipation:
not taken into account. Only for Operation with
fast inverse diode or dVe/dt I 100 V/ps
rising up to VRM  I 50 V

---taken into account for dvR/dt 5 . ..V/ps
rising Up t0 VRM  I . . . VnnM

Fig. 7, 8, 9 (only for ASCR)
Diagram for the determination of the total energy Etat for a
trapezoidal current pulse,- -
given rate of rise of on-state current fdir/dt,
rate of rise of off-state voltage dVn/dt 5 100 V/ps
maximum reverse voltage VRM  I 15 V

Fig. 10, 11, 12 (only for SCR)
see Fig. 7, 8, 9, however:
rate of rise of off-state voltage dvR/dt  I . . . V/r_ls
maximum reverse voltage VRM  I VnaM

Fig. 13
Diagram for the determination of the total energy Etat for a
sinusoidal current pulse,
rate of rise of off-state voltage dVn/dt I 100 V/ps
reverse voltage vRM 5 50 V (ASCR 5 15 V).

Fig. 14
Limiting on-state characteristic ir = f(vr)
tvj = tvj max

Fig. 15
Recovered Charge Q, = f (di/dt)
tvj = tvj max7 Vn = 0.5 VanM, VRM  = 0.8 Vnn~
Parameter: on-state current lrM
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